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1. DATOS BASICOS DEL TFG:

Titulo: Fotolitografia y microfabricaciéon de dispositivos electrénicos con validaciéon estructural y
eléctrica

Descripcion general (resumen y metodologia):

Este Trabajo Fin de Grado propone introducir al estudiante en los procesos basicos de
microfabricacién de dispositivos electrénicos mediante técnicas de fotolitografia en sala blanca. El
trabajo se centrard en la definicibn de patrones mediante escritura directa por laser y/o
alineamiento con mdscara, y en su aplicacién al procesado de estructuras electrénicas sencillas,
tales como contactos metdlicos, estructuras de test, diodos o transistores.

La metodologia incluird una revisién inicial de los fundamentos de la fotolitografia, el disefio o
adaptacién de patrones, y la realizacién de procesos tecnolégicos como deposicién de resina
fotosensible, exposicidn, revelado, grabado, metalizacién y lift-off. En funciéon de la disponibilidad
experimental, se podran procesar materiales semiconductores convencionales, dieléctricos,
metales o materiales bidimensionales como grafeno o MoSa.

Las estructuras fabricadas se evaluardan mediante técnicas de caracterizacidon estructural vy
morfolégica, como microscopia éptica, Raman, SEM o AFM, y mediante caracterizacién eléctrica,
incluyendo medidas corriente-tensién y extracciéon de parametros basicos. El trabajo permitird al
estudiante comprender la relacién entre el proceso de fabricacién, la calidad del patrén litografico y
el comportamiento final del dispositivo.

Tipologia: Trabajos experimentales, de toma de datos de campo o de laboratorio.
Objetivos planteados:

Desarrollar y validar experimentalmente procesos de fotolitografia aplicados a la fabricacién de
estructuras y dispositivos electrénicos.
Objetivos especificos

1. Estudiar los fundamentos de la fotolitografia dptica, la escritura directa por laser y el
alineamiento mediante méscara.

2. Familiarizarse con procesos basicos de sala blanca: limpieza de sustratos, spin-coating,
exposicion, revelado, grabado, metalizacién y lift-off.

3. Disefar o adaptar patrones litograficos para la fabricacion de estructuras electrénicas de
test.

4. Fabricar estructuras sencillas, como lineas metélicas, contactos, diodos, transistores u otros
dispositivos compatibles con la infraestructura disponible.

5. Procesar materiales semiconductores, metdlicos, dieléctricos o bidimensionales mediante
técnicas litograficas.

6. Caracterizar las muestras mediante microscopia éptica, Raman, SEM, AFM u otras técnicas
disponibles.

7. Realizar medidas eléctricas bésicas y extraer pardmetros relevantes de los dispositivos
fabricados.

8. Analizar la relacién entre los parametros tecnolégicos empleados y la respuesta estructural y
eléctrica obtenida.
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Recomendaciones y orientaciones para el estudiante:

Se recomienda que el estudiante tenga interés por la microelectrénica experimental, la fabricacién
de dispositivos, la tecnologia de semiconductores y el trabajo en laboratorio. No es imprescindible
experiencia previa en sala blanca, aunque serd conveniente haber cursado asignaturas
relacionadas con electrénica fisica, tecnologia electrénica, dispositivos semiconductores o
instrumentacioén.

El trabajo requerird una actitud rigurosa y ordenada, ya que los procesos de fotolitografia
dependen de numerosos parametros experimentales: limpieza del sustrato, espesor de resina,
tiempos de horneado, dosis de exposicién, revelado, alineamiento, grabado y metalizacién. Por ello,
serd importante documentar cuidadosamente cada etapa del proceso.

El estudiante debera familiarizarse con normas bésicas de seguridad en sala blanca, manipulacién
de productos quimicos, uso de disolventes y operacién de equipos. También sera recomendable
adquirir competencias en andlisis de imagenes, tratamiento de datos y representacion de curvas
eléctricas.

La memoria final deberd incluir una descripcién clara del proceso de fabricacién, resultados de
caracterizacién estructural y eléctrica, andlisis critico de los problemas encontrados y discusién de
la relacién entre el procesado tecnoldgico y el funcionamiento de los dispositivos obtenidos.
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